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部分も χょの温度変化に寄与する事を示した。 我々の χょの理論では， このゆらぎの χ上への寄
与は温度がネーノレ温度へ近ずくに従って次第に大きくなり， ネール温度ではすべての χょに対する
寄与が乙のゆらぎの部分からきている形をしている。 乙のゆらぎが χょへ寄与する部分をスピン波
の coordinate で書き直してみると， wave vector が non-zero の 3 つ， 5 つ等のスピン波が関与
した過程として表せ， l/S の巾展開では 1/S2 の巾から始まる項になっている。
スピンと平行に磁場がかかっている場合のスピン波エネノレギーは， 磁場のない場合のそれより
士 gμBH のエネノレギーだけシフトをするがスピン波相互作用まで考慮すると更に平gμBHx11/2χi の
エネノレギーのシフトをする。 スピン波エネノレギーに於ける第二のシフムは χ11 の温度変化に対して
1/S2 のオーダーの新しい項を導く。
以上のような帯磁率に対する理論を MnF2 (T N=67.30K) の帯磁率の計算に適用し，実験との比
較を行なった。 計算に使ったスピン波スペクトルはスピン波相互作用の効果を Hartree 近似を用い
て考慮した温度に依存したものである。とのスペクトノレで使った交換相互作用の大きさは中性子の非
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弾性散乱の実験で得られている MnF2 の 4.20K に於ける分散曲線から決定した。このようなスペク
トノレを使った帯磁率の計算結果は，新しい項が TN/4 の温度で理論と実験との一致に対して重要な役
割を果している事を示している。このような補正を考えた理論は， χょに対しては 400K まで， χ11 に




























ー 14 _. 
